Programa de asignatura
por competencias de educacion superior

Seccion I. Identificaciéon del Curso

Tabla 1. Identificacion de la Planificacion del Curso.

Actualizacién:

Marzo 28, 2022

Carrera: Ingenieria en Disefio Electronico y Sistemas Inteligentes Electrénica analogica |
Academia: Disefio Electronico / Clave: 19SDEO06
Médulo formativo:  Electrénica Analdgica Seriacion:  19SDEOQ9 - Electrénica analdgica Il
Tipo de curso:  Presencial Prerrequisito: ~ 19SDEO5 - Circuitos eléctricos Il
Semestre:  Tercero Créditos: 5.63 Horas semestre: 90 horas
Teoria: 3 horas Practica: 2 horas Trabajo indpt.: 0 horas Total x semana: 5 horas
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Seccion Il. Objetivos educacionales

Objetivos educacionales

Tabla 2. Objetivos educacionales

Criterios de desempefio

Indicadores

OE2 Los egresados implementaran proyectos Conoceran e implementaran las teorias de gestion y direccién 50% de los egresados conoceran diferentes teorias de gestion y
especializados en sistemas complejos de aplicadas a proyectos. direccién de proyectos
control y electrénicos en organizaciones
publicas o privadas.

OE3 Los egresados resolveran problemas en el Conoceran e implementaran las metodologias de andlisis y 30% de los egresados analizaran un sistema electrénico.
ambito industrial con el desarrollo de disefio de sistemas electrénicos.
proyectos de sistemas electronicos.

OE5 Los egresados aplicaran y administraran Conoceran e implementaran modelos de sistemas electrénicos y | 30% de los egresados aplicaran modelos de sistemas
sistemas electrénicos y de control de manera | de control. electrénicos o de control.
ética, con responsabilidad social para
contribuir al desarrollo sustentable.

OE6 Los egresados se integraran a redes de Se integraran al trabajo colaborativo en instancias publicas 30% de los egresados trabajaran de forma colaborativa en
colaboracién publicas o privadas para el (Conacyt) o privadas mediante las estadias, las materias de instancias publicas como Conacyt desarrollando proyectos.
desarrollo de proyectos tecnolégicos proyecto y el intercambio con otras instituciones.
nacionales e internacionales.

OE1l Los egresados disefiaran y desarrollaran Conoceran y aplicaran la metodologia de la formulacién, disefio, |40% de los Egresados seran capaces de formular proyectos

proyectos especializados en sistemas
complejos de control y electrénicos en
organizaciones publicas o privadas.

Atributos de egreso de plan de estudios

implementacién y evaluacién de Proyectos de tipo Industrial y de
tecnologias Electronicas Emergentes.

Criterios de desempefio

Electrénicos.

Componentes

AE1l Aplicar los conocimientos de ciencias basicas,
como la quimica, fisica y matematicas, y las
ciencias de la ingenieria para resolver

problemas dentro del campo de la electronica.

Analizard circuitos polarizacién para dispositivos
semiconductores para realizar aplicaciones de distintos tipos de

circuitos analégicos.

2.2 La ecuacién del diodo.

2.3 Modelos eléctricos para sefial grande y sefial pequefia.
2.4 Caracteristicas del diodo rectificador.

2.5 Rectificadores sin filtraje y con filtraje capacitivo.

2.6 Circuitos sujetadores, recortadores y multiplicadores de

voltaje.
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No. Atributos de egreso de plan de estudios Criterios de desempefio Componentes

2.7 Regulador de voltaje con diodo Zener.

3.4 Construccion de curvas caracteristicas en emisor comun.
3.5 Polarizacion fija.

3.6 Polarizacioén con retroalimentacion por emisor.

3.7 Polarizacién con retroalimentacion por colector.

3.8 Estabilidad y compensacion de la polarizacién.

4.1 El JFET: Tipos, estructura y simbolos.

4.2 Principio de funcionamiento.

4.3 Construccion de curvas caracteristicas en fuente comin y
regiones de trabajo.

4.4 Polarizacion fija.

4.5 Auto Polarizacion.

4.6 Polarizacion por divisor de voltaje.

5.2 Principio de funcionamiento del MOSFET decremental.
5.3 Principio de funcionamiento del MOSFET incremental

5.4 Construccion de curvas caracteristicas en fuente comdn y
regiones de trabajo.

5.5 Caracteristicas eléctricas del MOSFET.

5.6 Polarizacién fija

5.7 Polarizacién por divisor de voltaje.

5.8 Estabilizacién de la polarizacion.

OE3 Implementar estrategias a partir del juicio Desarrollara aplicaciones utilizando dispositivos semiconductores | 2.5 Rectificadores sin filtraje y con filtrado capacitivo.
ingenieril para sacar conclusiones y tomar tales como Diodos, Transistores BJT, FET y MOSFET. 2.6 Circuitos sujetadores, recortadores y multiplicadores de
decisiones a partir de analisis estadisticos y voltaje.
mejorar asi la calidad de los procesos 2.7 Regulador de voltaje con diodo Zener.
industriales. 3.3 Principio de amplificacion de voltaje.

3.5 Polarizacién fija.
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No.

Atributos de egreso de plan de estudios

Criterios de desempefio

Componentes

3.6 Polarizacioén con retroalimentacion por emisor.

3.7 Polarizacién con retroalimentacion por colector.

4.4 Polarizacion fija.

4.5 Auto Polarizacion.

4.6 Polarizacion por divisor de voltaje.

4.3 Construccioén de curvas caracteristicas en fuente comun y
regiones de trabajo.

5.6 Polarizacion fija

5.7 Polarizacién por divisor de voltaje.

5.8 Estabilizacion de la polarizacion.

AE7

Administrar e implementar proyectos de
desarrollo e innovacion tecnoldgica de forma

colaborativa bajo estandares internacionales.

Colaboraré en la realizacion de préacticas de laboratorio y en el

andlisis de circuitos con dispositivos semiconductores.

2.5 Rectificadores sin filtraje y con filtrado capacitivo.

2.6 Circuitos sujetadores, recortadores y multiplicadores de
voltaje.

2.7 Regulador de voltaje con diodo Zener.

3.3 Principio de amplificacion de voltaje.

3.5 Polarizacion fija.

3.6 Polarizacion con retroalimentacion por emisor.

3.7 Polarizacién con retroalimentacion por colector.

4.4 Polarizacion fija.

4.5 Auto Polarizacion.

4.6 Polarizacion por divisor de voltaje.

4.3 Construccioén de curvas caracteristicas en fuente comun y
regiones de trabajo.

5.6 Polarizacién fija

5.7 Polarizacién por divisor de voltaje.

5.8 Estabilizacién de la polarizacion.
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Seccién lll. Atributos de la asignatura

Tabla 3. Atributos de la asignatura

Problema a resolver

Entender la construccion y funcionamiento de los dispositivos semiconductores como el diodo y los transistores, para desarrollar circuitos electrénicos analdgicos de aplicacion.

Atributos (competencia especifica) de la asignatura

Desarrollar proyectos innovadores de sistemas electrénicos embebidos analdgicos de alta escala de integracion y de potencia, utilizando técnicas de programacion electrénica. Asi mismo, sera

capaz de implementarlos en aplicaciones electrénicas de tiempo real, empleando los estandares internacionales pertinentes de disefio electrénico analégico, documentando los procesos de forma

escrita.

Aportacién a la competencia especifica

Aportacién a las competencias transversales

Saber

Saber hacer

Saber Ser

Conocer la teoria de circuitos y las leyes que rigen a los diodos y

los diferentes tipos de transistor.

Disefiar fuentes de corriente directa y polarizacion de
transistores para que trabajen como interruptor o amplificador
lineal.

Aplicar la teoria de circuitos y las leyes que rigen a los diodos y
los diferentes tipos de transistor.

Abstraer, analizar y sintetizar informacion.

Identificar, plantear y resolver problemas.

Trabajo en forma autbnoma.

Producto integrador de la asignatura, considerando los avances por unidad

Proyecto integrador para la aplicacién de los dispositivos electrénicos diodo, transistor BJT y JFET.
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Seccion IV. Desglose especifico por cada unidad formativa

Tabla 4.1. Desglose especifico de la unidad "Teoria de semiconductores."

Ndmero y nombre de launidad: 1. Teoria de semiconductores.

Tiempo y porcentaje para esta unidad:

Teoria:

8 horas

Practica:

10 horas

Porcentaje del programa:

20%

Temas y subtemas (secuencia)

Comprender el principio de conduccion eléctrica en los semiconductores ya que es el funcionamiento de los componentes electrénicos.
Aprendizajes esperados:
Identificar los tipos de portador y su movilidad para determinar el comportamiento los componentes electrénicos.

Criterios de desempefio

Estrategias didéacticas

Estrategias de evaluacién

Producto Integrador de la unidad

(Evidencia de aprendizaje de la unidad)

1.1 Clasificacion eléctrica de los materiales.
1.2 Estructura atémica de la materia.

1.3 Semiconductores intrinsecos.

1.4 Semiconductores extrinsecos.

1.5 La unién N-P y su polarizacion.

Saber:
- Conocer los célculos de resistividad en
semiconductores intrinsecos y extrinsecos

en funcion de la temperatura.

Saber hacer:
- Abstraer, analizar y sintetizar

informacién.

- Aplicar los conocimientos en la préactica.
- |dentificar, plantear y resolver

problemas.

Ser:

Trabajar en forma autébnoma.

-Exposicion del tema.

-Investigacion por escrito

Evaluacioén formativa:

- Resolucion de ejercicios.
-Implementacion de préacticas
demostrativas documentandolas de
manera escrita.

-Realizar reportes escritos de los
conceptos aprendidos en clase como
tarea, solucionar ejercicios extra clase,
actividades de investigacion, elaboracion
de modelos o prototipos, andlisis y

discusion grupal.

Evaluaciéon sumativa:
-Evaluar los conocimientos adquiridos por

el alumno mediante exadmenes escritos

Realizacién de un reporte del uso y
aplicaciones de los semiconductores en

disefios electronicos.

Bibliografia

- Boylestad, R.L,; Nashelsky, L. (2003).

Electrénica Teoria de Circuitos, Dispositivos electrénicos. 8° Edicion. México: Pearson.
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Seccion IV. Desglose especifico por cada unidad formativa

Tabla 4.2. Desglose especifico de la unidad "El diodo semiconductor y sus aplicaciones."

Ndmero y nombre de launidad: 2. El diodo semiconductor y sus aplicaciones.

Tiempo y porcentaje para esta unidad:

Teoria:

8 horas

Practica:

10 horas

Porcentaje del programa:

20%

Temas y subtemas (secuencia)

Criterios de desempefio

Estrategias didéacticas

Aprendizajes esperados: Identificar las partes del diodo y sus aplicaciones en circuitos electronicos o redes electrénicas para la solucion de problemas.

Estrategias de evaluacién

Producto Integrador de la unidad

(Evidencia de aprendizaje de la unidad)

2.1 Simbolo y principio de funcionamiento.
2.2 La ecuacion del diodo.

2.3 Modelos eléctricos para sefial grande y
sefial pequefia.

2.4 Caracteristicas del diodo rectificador.
2.5 Rectificadores sin filtraje y con filtraje
capacitivo.

2.6 Circuitos sujetadores, recortadores y
multiplicadores de voltaje.

2.7 Regulador de voltaje con diodo Zener.
2.8 Regulador de voltaje con circuito
integrado.

2.9 Otros tipos de diodo.

Saber:
- Comprender y analizar circuitos
electrénicos con diodos rectificadores y

diodo Zener.

Saber hacer:

- Calcular circuitos rectificadores, fuentes
decorriente directa y reguladores con
diodo Zener, interpretando
apropiadamente las caracteristicas
eléctricas de los diodos.

- Aplicar los conocimientos en la
préactica.

- Identificar, plantear y resolver

problemas.

- Exposicion del tema.
- Demostracion de resolucion de ejercicios.
- Demostracion teoria practica por el

alumno.

Evaluacion formativa:

- Implementacion de préacticas
demostrativas documentandolas de
manera escrita.

- Realizar reportes escritos de los
conceptos aprendidos en clase como
tarea, solucionar ejercicios extra clase,
actividades de investigacion, elaboracion
de modelos o prototipos, andlisis y

discusion grupal.

Evaluacién sumativa:
-Evaluar los conocimientos adquiridos por

el alumno mediante exdmenes escritos.

Elaboracién de un proyecto utilizando al
diodo como dispositivo electrénico en sus

distintas aplicaciones.
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0o aclo abla 4 De 0ose espe O ae la aad aiodo se ona 0o ap acione

Temas y subtemas (secuencia) Criterios de desempefio Estrategias didacticas Estrategias de evaluacién Producto Integrador de la unidad
Ser:

Trabajar en forma auténoma.

Bibliografia

- Boylestad, R.L,; Nashelsky, L. (2003). Electrénica Teoria de Circuitos, Dispositivos electronicos. 8° Edicion. México: Pearson.
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Seccion IV. Desglose especifico por cada unidad formativa

Tabla 4.3. Desglose especifico de la unidad "El Transistor de Union Bipolar (BJT) y su polarizacién."

Ndmero y nombre de launidad: 3. El Transistor de Union Bipolar (BJT) y su polarizacion.

Tiempo y porcentaje para esta unidad:

Teoria:

8 horas

Préctica:

10 horas

Porcentaje del programa:

20%

Temas y subtemas (secuencia)

Comprender el principio de funcionamiento del transistor BJT y analizar y disefiar circuitos de polarizacion, para que trabajen en sus puntos de

Aprendizajes esperados:

operacion optima.

Criterios de desempefio

Estrategias didéacticas

Estrategias de evaluacién

Producto Integrador de la unidad

(Evidencia de aprendizaje de la unidad)

3.1 Tipos, estructura y simbolos.

3.2 Principio de funcionamiento.

3.3 Principio de amplificacién de voltaje.
3.4 Construccion de curvas caracteristicas
en emisor comun.

3.5 Polarizacion fija.

3.6 Polarizacién con retroalimentacion por
emisor.

3.7 Polarizacién con retroalimentacion por
colector.

3.8 Estabilidad y compensacion de la

polarizacion.

Saber:
- Conceptualizar las caracteristicas y

elfuncionamiento del transistor BJT.

Saber hacer:

- Realizar pruebas para identificar el tipo
ylas terminales del BJT, ademas de
construir sus curvas caracteristicas en
emisor comun y disefiar circuitos de

polarizacion.

- Aplicar los conocimientos en la practica.

Identificar, plantear y resolver problemas.

- Exposicion del tema.
- Demostracion de resolucion de ejercicios.
- Demostracion teoria practica por el

alumno.

Evaluacion formativa:

- Resolucién de ejercicios.

- Implementacion de practicas
demostrativas documentandolas de
manera escrita.

- Realizar reportes escritos de los
conceptos aprendidos en clase como
tarea, solucionar ejercicios extra clase,
actividades de investigacion, elaboracion
de modelos o prototipos, analisis y

discusion grupal.

Evaluacién sumativa:
-Evaluar los conocimientos adquiridos por

el alumno mediante exdmenes escritos.

Elaboracién de un proyecto utilizando

circuitos de polarizacion del BJT.

FSGC-209-7-INS-11

REV.D (A partir del 12 de octubre de 2019)

Pagina 9 de 15




0 aclo apla 4 De ose espe 0 de la dad or de on Bipolar (B polarizacio

Temas y subtemas (secuencia) Criterios de desempefio Estrategias didacticas Estrategias de evaluacion Producto Integrador de la unidad

Ser:
Trabajar en forma auténoma y colaborativa.

Bibliografia

- Boylestad, R.L,; Nashelsky, L. (2003). Electrénica Teoria de Circuitos, Dispositivos electrénicos. 8° Edicion. México: Pearson.
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Seccion IV. Desglose especifico por cada unidad formativa

Tabla 4.4. Desglose especifico de la unidad "El Transistor de efecto de campo de union."

Ndmero y nombre de launidad: 4. El Transistor de efecto de campo de unién.

Tiempo y porcentaje para esta unidad:

Teoria:

8 horas

Préctica:

10 horas

Porcentaje del programa:

20%

Temas y subtemas (secuencia)

Criterios de desempefio

Estrategias didéacticas

Aprendizajes esperados: Comprender el principio de funcionamiento del transistor JFET para analizar y disefiar sus diferentes circuitos de polarizacion.

Estrategias de evaluacién

Producto Integrador de la unidad

(Evidencia de aprendizaje de la unidad)

4.1 EI JFET: Tipos, estructura y simbolos.
4.2 Principio de funcionamiento.

4.3 Construccion de curvas caracteristicas
en fuente comun y regiones de trabajo.
4.4 Polarizacion fija.

4.5 Auto Polarizacion.

4.6 Polarizacion por divisor de voltaje.

4.7 Estabilizacién de la polarizacion.

4.8 Caracteristicas eléctricas del JFET.

Saber:
- Conocer el funcionamiento del
transistorJFET y sus diferentes circuitos

de polarizacion.

Saber hacer:

- Realizar pruebas para identificar el tipo
ylas terminales del JFET, ademés de
construir sus curvas caracteristicas en
fuente comun y disefiar circuitos de
polarizacién.

- Aplicar los conocimientos en la
practica. Identificar, plantear y resolver

problemas.

- Exposicién del tema.
- Demostracion de resolucion de ejercicios.
-Demostracion teoria practica por el

alumno.

Evaluacién formativa:

- Resolucioén de ejercicios.

- Implementacion de préacticas
demostrativas documentandolas de
manera escrita.

-Realizar reportes escritos de los
conceptos aprendidos en clase como
tarea, solucionar ejercicios extra clase,
actividades de investigacion, elaboracion
de modelos o prototipos, andlisis y

discusion grupal.

Evaluaciéon sumativa:
-Evaluar los conocimientos adquiridos por

el alumno mediante exadmenes escritos.

Elaboracién de un proyecto utilizando

circuitos de polarizacion del JFET.
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Ser:
Trabajar en forma auténoma y colaborativa.

Bibliografia

- Boylestad, R.L,; Nashelsky, L. (2003). Electrénica Teoria de Circuitos, Dispositivos electronicos. 8° Edicion. México: Pearson.
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Seccion IV. Desglose especifico por cada unidad formativa

Tabla 4.5. Desglose especifico de la unidad "El Transistor de Efecto de Campo de Compuerta Aislada (MOSFET)"

Ndmero y nombre de launidad: 5. El Transistor de Efecto de Campo de Compuerta Aislada (MOSFET)

Tiempo y porcentaje para esta unidad:

Teoria:

8 horas

Préctica:

10 horas

Porcentaje del programa:

20%

Temas y subtemas (secuencia)

Comprender el principio de funcionamiento de los transistores MOSFET decrementales e incrementales y aplicar sus caracteristicas para disefiar

Aprendizajes esperados:

sus diferentes circuitos de polarizacion.

Criterios de desempefio

Estrategias didéacticas

Estrategias de evaluacién

Producto Integrador de la unidad

(Evidencia de aprendizaje de la unidad)

5.1 Tipos, estructura y simbolos.

5.2 Principio de funcionamiento del
MOSFET decremental.

5.3 Principio de funcionamiento del
MOSFET incremental

5.4 Construccién de curvas caracteristicas

en fuente comun y regiones de trabajo.

5.6 Polarizacion fija
5.7 Polarizacién por divisor de voltaje.

5.8 Estabilizacion de la polarizacion.

5.5 Caracteristicas eléctricas del MOSFET.

Saber:
- Conocer el funcionamiento del
transistorMOSFET y sus diferentes

circuitos de polarizacion.

Saber hacer:

- Realizar pruebas para identificar el tipo y
las terminales de los MOSFET, ademas de
construir sus curvas caracteristicas en
fuente comun y disefiar circuitos de
polarizacién.

- Aplicar los conocimientos en la

préctica.

- Identificar, plantear y resolver

problemas.

- Exposicion del tema.
- Demostracion de resolucion de ejercicios.
- Demostracion teoria practica por el

alumno.

Evaluacion formativa:

- Resolucién de ejercicios.

- Implementacion de practicas
demostrativas documentandolas de
manera escrita.

- Realizar reportes escritos de los
conceptos aprendidos en clase como
tarea, solucionar ejercicios extra clase,
actividades de investigacion, elaboracion
de modelos o prototipos, analisis y

discusion grupal.

Evaluaciéon sumativa:
- Evaluar los conocimientos adquiridos por

el alumno mediante exdmenes escritos.

Elaboracién de un proyecto utilizando

circuitos de polarizacién del MOSFET.
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Temas y subtemas (secuencia) Criterios de desempefio Estrategias didacticas Estrategias de evaluacion Producto Integrador de la unidad
Ser:

Trabajar en forma autébnoma y colaborativa.

Bibliografia

- Boylestad, R.L,; Nashelsky, L. (2003). Electrénica Teoria de Circuitos, Dispositivos electronicos. 8° Edicion. México: Pearson.
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V. Perfil docente

Tabla 5. Descripcion del perfil docente

Perfil deseable docente para impartir la asignatura

Carrera(s): Licenciatura o ingenieria en:

-Ciencias de la ingenieria electrénica.

-Comunicaciones y electrénica.

-Electronica.

-Electrénica y comunicaciones.

-Electrénica en computacion.

-Comunicaciones en eléctrica y electrénica.

-Ingenieria en Disefio Electrénico y Sistemas Inteligentes.

-Ingenieria Electrénica o carrera afin.

o carrera afin

- Experiencia en el disefio e implementacién de circuitos BJT, FET, y MOSFET.
Manejo y uso de Osciloscopio, Multimetro y Equipo de Medicién de Transistores.
Manejo de Simuladores de Circuitos Electronicos.

- Experiencia minima de dos afios

- Licenciatura relacionada con el area de conocimiento
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